
HFTD, Duggan i högfrekvensteknik, kurskod EEM021 
2016-11-30, 13:00 i ”HA1”. Längd: 3 timmar. 
 
Tillåtna hjälpmedel: Beta, Physics Handbook, valfri kalkylator, formelsamling i av 

Eva Plamberg, 
  

Frågor  Vincent Desmaris, tel ankn. 1846 
Sascha Krause, tel ankn. 1851 
Hans Hjelmgren, tel ankn. 1737 
 

Resultatet Anslås på kursens hemsida 
 

Granskning Sker på tid och plats som anges på kurshemsida 
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Transmissionsledningar 1 (10 p): 
 

Ingen reflekterande våg kunde mätas vid ingången av det nedanstående nätverket som består av 
3 stubbar med olika karakteriska impedanser och längder. 

 

 

•   Beräkna de 3 karakteristiska impedanser Z1, Z2 och Z3. 
  

	  

Z0=50	  Ω	  

Z1	  

Z2	  

Z3	  

d2=0.375	  λ	   

R=15	  Ω 



Transmissionsledningar 2 (7 p): 
 
En 3m förlustfri transmissionsledning med karakteristiska impedans R0 ansluter en generator 
(V=250V, Rg (reell) ) till reell last RL. Vid t=0, slåss generatorn på och genererar spänningen V= 
250V. Under de första 85 ns, mäter man följande strömmar vid ingången (Iin) av linjen och vid 
lasten (IL). 
 

 
 

  
 

a)   Beräkna R0, RL och Rg 
b)   Beräkna ledningsparametrarna för linjen (L och C). 
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Mikrovågsteknik (10p) 
 
Ett ekvivalent småsignal-schema för en GaAs HEMT visas nedan, tillsammans med 
definitionen för hybrid-parametrar. 

a)   (4p) Plotta strömförstärkningen |h21| i nedanstående log-log diagram. Bestäm 
gränsfrekvensen fT (unity current gain). Bifoga diagrammet till din lösning. 

b)   (4p) Bestäm resterande hybridparametrar (h11, h12 och h22). Är transistorn unilateral? 
Motivera. 

c)   (2p)   Varför använder man ofta halvledarmaterialet GaAs i.st.f. kisel för 
mikrovågstransistorer? Vad är fördelen med en HEMT jämfört med en vanlig 
MESFET?  
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